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A-8. Tranzystor bipolarny – charakterystyki 
 

1. Zakres ćwiczenia 
 

1.1 Pomiar charakterystyk statycznych bipolarnego tranzystora typu npn 

1.2 Wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystora w funkcji punktu pracy 

1.3 Wyznaczenie napięcia termicznego i prądu nasycenia złącza diodowego 

 

 

2. Dane katalogowe uŜytego tranzystora, typ BD909/911 
(npn) produkcji STMicroelectronics 
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3. Program ćwiczenia 
 

Schemat pomiarowy:  
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3.1 Pomiar charakterystyk statycznych bipolarnego tranzystora typu npn 

3.1.1 Pomiar charakterystyki wejściowej IB=f(UBE) 

Napięcie UBE zmieniane w zakresie od 400mV do 640mV. Pomiar dla róŜnych UCE 

(np. 2V, 3V, 4V) 

3.1.2 Pomiar charakterystyki przjściowej IC=f(UBE) 

Napięcie UBE zmieniane w zakresie od 400mV do 640mV. Pomiar dla róŜnych UCE 

(np. 2V, 3V, 4V) 

3.1.3 Pomiar charakterystyki wyjściowej IC=f(UCE) 

Napięcie UCE zmieniane w zakresie od 20mV do 6V. Pomiar dla róŜnych UBE (np. 

520mV, 550mV, 580mV, 610mV) 

 

3.2  Wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystora w funkcji punktu pracy 

3.2.1 Wyznaczenie małosygnałowej rezystancji rbe w funkcji prądu kolektora IC 

Rezystancja rbe wyznaczona z definicji 
B

BE

dI

dU
 i z wzoru małosygnałowego zaleŜnego 

od punktów pracy. 

3.2.2 Wyznaczenie małosygnałowej transkonduktancji gm w funkcji napięcia UBE 

Małosygnałowa transkonduktancja gm wyznaczona z definicji 
BE

C

dU

dI
 i z wzoru 

małosygnałowego zaleŜnego od punktów pracy. 

 

3.2.3 Wyznaczenie małosygnałowej rezystancji rce w funkcji prądu kolektora IC 

Rezystancja rce wyznaczona z definicji 
C

CE

dI

dU
 i z wzoru małosygnałowego zaleŜnego 

od typu tranzystora. 

 

3.2.4 Wyznaczenie stałoprądowego współczynnika wzmocnienia prądowego βst w funkcji 

prądu kolektora IC 
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3.3 Wyznaczenie napięcia termicznego i prądu nasycenia złącza diodowego 

 

Dopasowanie zaleŜności liniowej do funkcji ln(IC)=f(UBE) i wyznaczenie napięcia 

termicznego UT oraz prądu nasycenia złącza IS 

 


